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Abstract / Mission :   

Etude de structures GaN innovantes dans le cadre d’un projet Européen :  

-Caractérisation du claquage Verticales et Latérales d’empilement à base de GaN (> 1 kVolt) 

-Caractérisations statiques de transistors (ID(VD), ID(VG), VBK) 

-Caractérisation dynamique des transistors dite « Current collapse »  détermination du RON en condition 

réelle d’utilisation 

Etude des effets de pièges :  

-Mesures d’hystérésis (« substrate ramp ») et de « back gating » : polarisation du substrat à haute tension 

 

Compétences requises et à acquérir :  

-Notion en transistors pour l’électronique de puissance à haute tension (> 1000 V) 

-Notion en mesures sous pointes 

-Anglais lu, écrit, parlé 
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